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[背景] 層状複合アニオン化合物は構成元素や結晶構造の自由度が高く様々な機能性を発現する

が、分解溶融型であると考えられており、単結晶育成に関してはフラックス法を用いた小型結晶

の報告例のみである。Sr2MCu2Se2O2 (M=Co, Ni, Zn)は Cu2Se2層と絶縁層である Sr2MO2層を持ち、

層状構造に由来する量子効果により、バンドギャップの増加や低熱伝導率による優れた熱電特性

が期待されるため、p 型透明導電体、熱電材料としての応用が検討されている。最近我々は、こ

れらの化合物が試料を密閉し成分揮発を抑制した環境下において調和溶融型であることを報告し

た[1, 2]。今回は溶融凝固法を用いてこれらの mmオーダーの単結晶を育成するとともに、物性及

びそれらの異方性の評価を試みた。 

[実験及び結果] 熱分析により融点を解析した後、固相反応法で合成した多結晶試料を用いて単結

晶の育成を行った。多結晶試料をタンマン管に挿入した状態で石英管に封入し、融点以上の温度

で 48 時間焼成後、2 ℃/h で徐冷を行った。その結果 Fig.1 に示すように、1 mm2以上の平板状単

結晶を得ることに成功した。これらの単結晶を用いて、4 端子法を用いて抵抗率の異方性を評価

した。抵抗率は a(b)軸方向と c 軸方向どちらも半導体的な挙動を示すものの、いずれも温度依存

性は小さかった。また、面内方向 a(b)軸方向に対し、面間方向である c軸方向は 103倍程度高い抵

抗率を示しており、Bi2Sr2CaCu2O8+などの層状酸化物に見られるような抵抗率の大きな異方性を

示した(Fig.2)。育成した単結晶や物性評価の詳細については講演にて議論する。 
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Fig. 1 溶融凝固法により育成した Sr2CoCu2Se2O2の単結晶 Fig.2 Sr2CoCu2Se2O2単結晶の抵抗率異方性 
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